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１．概要（Summary） 

電源の研究トレンドは小型化（高パワー密度化）であり

[1]、電源の究極の小型化が実現できる power supply 

on chip(power-SoC)[2]が注目を集めている。

Power-SoC用のパワーデバイスとして高周波スイッチン

グ特性に優れたGaNパワーデバイスとSiデバイスを積層

した３次元パワーSoCを我々の研究グループは提案し[３]、

その要素技術の研究を進めている[４]。３次元パワーSoC

では、各種半導体素子が、高密度で集積されるために電

磁ノイズの抑制が重要課題となる。本研究では、3次元

power-SoCに電磁ノイズ遮蔽層を組み込むためのプロセ

ス技術の研究を進めた結果を報告するとともにプロセス上

の課題を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子線蒸着装置 

【実験方法】 

 北九州産業学術推進機構の施設で Si(100)基板上に３

種類の絶縁膜を堆積した後、電極(Al)と電磁ノイズ遮蔽

層を形成した。その後、電子ビーム蒸着装置で金属を堆

積した。Fig. 2に試作した基板の断面構造を示す。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 絶縁膜を３種類用いて金属膜の付着状況を調べた結

果を Table 1にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Experimental results. 

絶縁膜 A 絶縁膜 B 絶縁膜 C 

○ X X 

○：膜が付着 X：膜剥がれ 

 

 下地絶縁膜の種類により電磁ノイズ遮蔽層上の金属膜

に膜剥がれが生じることがわかった。一方電磁ノイズ遮蔽

層を堆積しない試料では全ての絶縁膜に対して膜剥が

れが生じなかった。 
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Fig. 1 3D power SoC. 

Fig. 2 Schematic cross section of evaluation chip. 
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